BSR 12 (R)

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir schnelle Schalteranwendungen

Mechanische Daten: Stempel: BSR 12: B 5
Gehduse: Kunststoff, SOT-23 BSR 12R: B 8
23 A 3 DIN 41 869
MaBanganen in mms
BSR_12: BSR 12 R:
3,0 3,0
287 M 287"
0.15 19> 0,15 19>
0,09 0,09
\7\\ »055 ‘ \7‘\ .055
/ 11 2] t / 1 1 2 * 1
~l 0 ; M 01 =
ax [€ | B 1625 r ax [[8 | Eff 1425
max . » ma. . "
100Lr 10° €L 1.2 max 10°L, 100 C 1.2 max
maxp TN Fmax T3 t TN fmex H
11, ol 72032101 UJ\/ LI, weosee
max 300 g8 mox 300 g8l
max 45.0,1 max 40,1
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 15
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur bJ = max. 175 °¢
Gleichstromverstirkung
bei -UCE =1V, —Ic = 50 mA B = 30...120
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —IC = 50 mA, -IB =5 mA —UcE sat = 190 mV
Transit-Frequenz >
bei ---UCE =10V, -IC = 50 mA fT B 1,5 GHz
Schaltzeiten <
bei -ch = 30 mA, -IBx = +IBY = 3 mA tein : 20 ns
= 30 ns
aus

2.85
497
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BSR 12 (R)

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 02 -UbB o = max. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperrepannung bei IB = 0: —UbE o = max. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 02 —UEB o = mex. 3 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic Ay = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: —IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung: 1) = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur: eJ = max. 175 °C
Lagerungstemperatur: 38 = min. -65 °
3 = max. 175 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A = 60 K/W
zwischen den Anschliissen
und den Létfldchen des Substrats: ; Rth A/S = 280 K/w
zwischen den Lgtfléchen und Umgebung: ) Rin s/u = 20 K/w
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
300 X301 X 7301059
— 'Umou
Plol max v
(mW) 11 14 15’_'UC!0m:x -Uce o max
1
200 \ !
10
\ i
4 4 4] {
100 |
1
r )
AV UgB 0max
\
o \
0 50 100 150 9y (°C)200 0 1
' 0 50 100 150 3y (°C)200
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bei 3U =

Kollektor-Durchbruchspannung
bei IE = 0, -IC.= 10 pA:

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei UBE =0, —Ic = 10 pA:

bei IB =0, —IC = 10 mA:
Emitter-Durchbruchspannung

Kennwerte: 25°C, sofern nicht

bei IC = 0, -IE = 100 pA:
Kollektor-Reststrom

bei I =0, -Uy, = 10 Vi

bei Iy =0, -Uyp =10 V, 8 = 125°¢C:

Kollektor-Emitter-Reststrom
bei UBE =0, -UCE-= 10 V:

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei —IC = 10 mA, —IB = 1 mA:

bei —IC = 50 mA, -IB = 5 mA:

bei -IC = 100 mA, -IB = 10 mA:
Basisspannung

bei —IC = 10 mA, -IB = 1 mA:
bei —IC = 50 mA, -IB = 5 mA:

bei —Ic = 100 mA, -IB = 10 mA:
Gleichstromverstéirkung

bei —UCE =1V, -IC = 1 mA:

bei -UCE =1V, -IC = 10 mA:
bei —UCE =1V, —IC = 50 mA:
bei -UCE =1V, -IC = 100 mA:
Transit-Frequenz

bei —UCE =10V, -Ic = 50 mA
und fM = 500 MHz:
Kollektorkapazitét

bei -UCB =5 V und IE = 0:
Emitterkapazitidt

bei _UEB = 0,5 V und IC = 0:
Schaltzeiten

bei —ch = 30 ma, -IBx = +IBY = 3 mA:

Einschaltzeit:
Ausschaltzeit:

BSR 12 (R)

anders angegeben

>
~U(Br) cB 0 = 15 v
>
'U(BR) CE S ; 15 v
“U(Br) ¢E 0 © 15 v
“U(Br) EB 0 - 3 v
<
S : 50 nA
-ICB 0 ] 5 pA
<
“Iep s s 50 nA
<
—UCE sat 2 130 mV
Vo aat : 190 av
Uop ant S 450 oV
Ve at 725...920  mV
“Upp oa¢ = 800...1150 my
Upp aae = 900...1500 mv
B 2 30
B 2 30
B = 30...120
B 2 20
£ 2 1,5 . GHz
Cc é 4,5 pF
<
Ce = 6,0 pF
¢ . s 20 ns
elin <
= 30 ns
aus
6.82
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BSR 12 (R)

MeBschaltung fiir Schaltzeiten:

Impulsgenerator:
tp = 400 ns
Ui t é 1 ns
r
R = 50 Q
50 [:4
Q
Oszillograf:
tr é 1 ns
VKnosI8 Ubat B Ubat ¢ 7Z. = 100 kQ
(-3V) B
U, (v) Upat B (v) -Iox (ma) | -Igy (ma) | +I
tein® -6,85 0 30 3
st +11,7 -9,85 30 3
75 k)
3
-Uce = 1V
dy =25°C
50 T
P~y
™
25
0
0) 1 10 -1c(mA) 100
6.82
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BSR 12 (R)

)
400 T
“Uce sat [
(mV) Ig/1g=10
300
200
/
100
0
(Y] 1 10 _.(ma) 100
1 YE
'Uum -
(mV) Ic/lg=1 ]
750 —
500
250
o) 1 10 1. (ma) 100
400 F 82
-Uce sat
{mV) - c=1 OmA
300 -lg= 10mA
200
-|c=50mA
Ig= SmA
100
ol
0 50 100 3, (oc) 150
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BSR 17 (R)
BSR17 A (R)

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstdrker- und Schalteranwendungen

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-23,
23A3 DIN 41 869

MaBangaben in mm.

BSR 17, BSR 17 A:

Stempe 1:

BSR 17:
BSR 17 A:

BSR 17R:
BSR 17 AR:

BSR 17 R, BSR 17 AR:

U9
U92

U9l
U93

3,0 3,0
287" T 287
015 19> o1 19>
0,09 ,
\7/\ 0,95 \//\ 0,95
/ AU i 4 1 ! 2] ﬂ
L 0 ; L0 e
max E B 1425 r max B E 14 25
10°Lr 10° !( 1.2 max 10°F_| 10° !C 1.2 max
max§ ] max max
I L N Nt {
1'1’,\/ ] VX 72 0321.1 1'1—M o ‘_vx‘lz 0321.2
max 30° +0 max 30° +0
max  048l54 mx  048lg4
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB g = max. 60 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE ¢ = max. 40 Vv
Kollektorstrom IC = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei eUé 25% P, . =max. 350 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 150 ©¢
BSR 17 (R) BSR 17 A (R)
Gleichstromverstidrkung
bei UCE =1V, IC = 10 mA B = 50...150 100...300
Transit-Frequenz >
bei UCE =20V, IC = 10 mA fT 4 250 300 MHz
VAIVD
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BSR17 (R)
BSR17 A (R)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannungs bei IE = 0: UCB 0 max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE 0 max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0 max.
Kollektorstrom: IC = max.
Gesamtverlustleistung bei 9 $as%: 1) P,y = mex.
Sperrschichttemperatur: aJ = max.
Lagerungstemperatur: SS = min.
&S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A =
zwischen den Anschliissen
und den Lotfldchen des Substrats: . nth A/S =
zwischen den Létflichen und Umgebung: ) Ry s/u =

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

400 7301373
Ptnr max
(mW) N
300 -
™
200 AN
.
N
100
_ R I -
Y
0 ]
0 50 100 By (°0) 150
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40

200
350
150

150

50

280
90

© ©o o8B g < < <
a o a =

K/W
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Kollektor-Reststrom °

bei IE =0, UCB =30V, GJ = 150 C:
Kollektor-Emitter-Reststrom

bei UCE = 30 V und -UBE =3 Ve
Basisstrom

bei UCE = 30 V und -UBE =3 Vs
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei Ic = 10 mA und IB =1 mA:

bei IC = 50 mA und IB = 5 mA:
Basisspannung

bei IC = 10 mA und IB = 1 mA:

bei IC = 50 mA und IB = 5 mA:
Kollektorkapazitidt

beiUCB=5v’ IE=O, f = 1 MHz:
Emitterkapazitat

bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz:

Gleichstromverstidrkung

bei UCE =1V und Ic = 100 pA: B
bei UCE =1V und Ic = 1 mA: B
bei UCE =1V und Ic = 10 mA: B
bei UtE =1 V und IC = 50 mA: B
bei UCE =1V und IC = 100 mA: B
Vierpol-Koeffizienten
bei UCE =10V, Ic =1 mA, f =1 kHz:
KurzschluB-Eingangswiderstand: h
Leerlauf-Spannungsriickwirkung: h
KurzschluB-Stromverstdrkung: h
Leerlauf-Ausgangsleitwert: h
Transit-Frequenz
bei UCE=2OV’ Ic=10mA, fM= 100 MHz: f
Schaltzeiten
bei ch = 10 mA und IBx = —IBY = 1 mA:
Verzogerungszeits t
Anstiegszeit: t
Speicherzeit: t
Abfallzeit: t

ile
12e
21e
22e

L T T B =)

v v

v v

HA WA A DA

BSR17 (R)
BSR17 A (R)

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

<
Icso = 5 pa
<
Igy = 50 nA
<
Ipv = 50 nA
<
UCE sat p »2 v
UCE sat ~ 0,3 v
Upe sat z 0,65...0,85 V
Upe sat = 0,95 v
<
Cc = 4 pF
<
Ce = 8 pF
BSR 17(R) BSR 174 (R)
20 40
35 70
50...100 100...300
30 60
15 30
1...8 1...10 ke
0,1...5-10'4 0,5...8:10°%
50...200 100...400
1...40 1...40 S
250 300 MHz.
35 ns
35 ns
175 200 ns
50 ns
2.85



BSR 18 (R)
BSR 18 A (R)

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstdrker- und Schalteranwendungen

-

Mechanische Daten: Stempel: BSR 18: T9
BSR 18 A: T 92

Geh&duse: Kunststoff, SOT-23, BSR 18R: T91
23 A3 DIN 41 869 BSR 18 AR: T 93

MaBangaben in mm.

BSR_18, BSR 18 A: BSR 18 R, BSR 18 AR:
s 5
0.15 1.9+ 8‘63 1.9
0,09 |
\7/\ 0,95 \7/\ 0,95

/ ! H 2 L] * ? 4 1! i 2 L
Nl 01 0, :

AGiced BRI E 1S vl BN EE:
10° 10° L ,4 max 10° 10° W4 max
max N max 3 ] } max § N Fmax g ! ‘

1,1_,\,( ol L_ VX 72 0321.1 1,1.[\1 [ X 720321.2

° —
R o Y )
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 40 V
Kollektorstrom —IC = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei eU é 65°C: Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
BSR 18 (R) BSR 184 (R)
Gleichstromverstiérkung
bei -UCE =11V, —IC = 10 mA B = 50...150 100...300
Trnngit-Frequenz >
bei "UCE =20 V, —IC = 10 mA fT & 200 250 MHz

280 VAIVD



BSR 18 (R)
BSR18 A (R)

Absolute Grenzwerte: (gnltig bis 8J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 03 -UCB o = max.
Kollektor-Emitter-SperrEpannung bei IB = 0: -UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0s -UEB o = max.
Kollektorstrom: -Ic = max.
Gesamtverlustleistung bei eU é 65°C: 1) Ptot = max.
Sperrschichttemperaturs 6J = max.
Lagerungstemperaturs: 8s = min.
OS = maX.
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A =
zwischen den Anschliissen
und den Lotflédchen des Substrats: . Bth A/S =
zwischen den Létfldchen und Umgebung: ) Rth s/u =
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
300 27300903
P(ﬁ max
{mWw)
200
.
-
N
100
N
N
N
0 50 100 ¥y (ec) 150

2.85
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Kennwerte: bei sU = 25%
Kollektor-Reststrom

bei IE =0, 'Uch =30 V:

Emitter-Reststrom
bei Ic = 0, -UEB =3V

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei —Ic = 10 mA, ~IB = 1 mA:

bei -Ic = 50 mA, -IB = 5 mAs
Basisspannung

bei -Ic = 10 mA, -IB = 1 mA:

bei -I_, = 50 mA, -IB = 5 mA:

C
Eollektorkapazitédt

bei ~Uop =5V, I, =0, £ =100 kHz:

E
Emitterkapazitidt

bei =Upp = 0,5V, I,

Gleichstromverstérkung

bei U = 1V, -I = 0,1 mA:

bei -UCE =11V, -Ic = 1,0 mA:

bei -UCE =1V, -Ic = 10 mA:s

bei -UCE =1V, -IC = 50 mA:

bei -UCE =1V, —Ic = 100 mA:
Vierpol-Koeffizienten

bei -UbE =10 V, -Ic =1 mA,

KurzschluB~Eingangswiderstand:

Leerlauf-Spannungsriickwirkungs

KurzschluB8-Stromverstarkung:

Leerlauf-Ausgangsleitwert:

Transit-Frequenz

bei -U,, =20V, -I, = 10 mA
und fM = 100 MHz:

Rauschzahl
bei -U,, =5V, —IC = 100 pA,

R =1kQ und f = 10...15700 Hz:

g

=0, f = 100 kHz:

W W ww

f = 1 kHz:

11e
12e
21e

PP

22e

v

v v i

v

A

BSR18 (R)
BSR18 A (R)

<
“Ios o = 50 nA
<
“Igs o = 50 nA
-U é 0,25 v
CE sat < '
“Uck sat = 0,4 v
“Uge sat : 0,65...0,85 V
-UBE sat = 0,95 v
<
c, = 4,5 pF
<
C, = 10 pF
BSR_ 18 (R)  BSR 184 (R)
30 60
40 80
50...150 100...300
30 60
15 30
0,5...8,0 2...12  kQ
0,1...5 *10°%* 1...10 -107*
50...200 100. ..400
1...40 3...60 S
200 250 MHz
5 4 dB

285
812



BSR 18 (R)
BSR 18 A (R)

Kennwerte, Fortsetzung: bei SU = 25%

Schaltzeiten .
bei —ch = 10 mA, -IBX = +IBY = 1 mA:
Verzdgerungszeit:
Anstiegszeit:
Speicherzeit:
Abfallzeit:
2.85
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - NPN - TRANSISTOREN

fiir Verstirkeranwendungen

Mechanische Daten:

BSR19
BSR19A

Stempel: BSR 19 U35
Gehiuse: Kunststoff, SOT-23 BSR 19 A U36
MaBangaben in mm.
3,0
" 287
015 [ 19>
0,09
\7‘\ 10,95
/- ]! ;2
A T
max | E Bl 1425
10°L_ _3100 '[ 1'2 max
max § L 3 3 ‘
1-1.’\3/ ol L vxT20821.1
max 30°
max 0,‘8:8,1
Draufsicht
Kurzdaten: BSR 19 BSR 19 A
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 160 180 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 140 160 V
Kollektorstrom IC = max. 600 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 25°¢C Ptot = max. 350 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung
bei U =5V, I,=10 mA B = 60...250 80...250
CE C
Transit-Frequenz S
bei UCE =10V, IC = 10 mA fT = 100 MHz

8.86
575
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BSR 19
BSR19A

A . o1 s .
Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 9; )
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB 0=
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei IB = 0: UCE 0
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0
Kollektorstrom: IC =

. . o
Gesamtverlustleistung bei &U = 257C: Ptot =
Sperrschichttemperatur: SJ =
Lagerungstemperatur: &s =
1 55 i}

Wirmewiderstand: )
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A
zwischen den Anschliissen und den
Létfl4chen des Substrats: Rth A/S
zwischen den Lotfldchen und Umgebung: Rth s/u

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 15 mm

8.86
576

BSR 19 BSR 19 A

max. 160 180
= max. 140 160
= max. 6

max. 600

max. 350

max. 150

min. -65

max. 150

= 30

= 260

= 60

x 0,7 mm

v

\'
v

mW

K/W

K/W
K/W



BSR 19
BSR19A

Kennverte: BSR 19 BSR .19 A

bei &U = 2500, sofexn nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, UCB = 100 V: . ICB 0 % 100 nA
bei IE = 0, UCB = 100 V, &U = 100 C: ICB 0 : 100 pA
bei IE = 0, UCB = 120 V: ICB 0 z 50 nA
bei Ip =0, Uyy = 120 V, 8, = 100°C: Ies o = 50  pA
Emitter-Reststrom <
bei IC =0, UEB =4 V: IEB 0 - 50 nA
Kollektor-Durchbruchspannung
bei IE =0, IC = 100 pA: U(BR) GBo = 160 180 \s
Kollektor-Emitter—Durchbruchspannung >
bei Ip =0, I, =1 mA: U(pr) cE 0 = 140 160 Vv
Emitter-Durchbruchspannung
bei IC =0, IE = 10 pA: U(BR) EB 0 = 6,0 v
Koll?ktor-Emitter~Restspannung <
bei IC = 10 mA, IB =1 mA: UCE sat : 0,15 v
bei IC = 50 mA, IB =5 mA: UCE sat = 0,25 0,20 V
Basisspannung <
bei IC = 10 mA, IB =1 mA: Upg sat : 1,0 v
bei IC = 50 mA, IB = 5 mA: UBE sat = 1,2 1,0 v
Gleichstromverstirkung : S
bei UCE =5V, IC = 1 mA: B = 60 80
bei UCE =51V, IC = 10 mA: ; 60...250 80...250
bei UCE =51V, IC = 50 mA: B E 20 30
KurzschluB-Stromverstidrkung
bei UCE =10 V, IC =1 mA, £ =1 kHz: [ = 50...200
Transit-Frequenz (fM = 100 MHz) N
bei UCE =10 V, IC = 10 mA: fT z 100 MHz
fT = 300 MHz
Kollektor-Kapazitidt <
bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 6 pF
Rauschzahl
bei UCE =51V, IC = 250 pA, <
Rg =1kQ, f=10...15700 Hz: F = 10 8 dB
8.86
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BSR 20
BSR20 A

DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - PNP - TRANSISTOREN

fiir Verstirkeranwendungen

Mechanische Daten: Stempel: BSR 20 T35

Geh&use: Kunststoff, S0T-23 BSR 20 A T36

MafBangaben in mm,

3,0
F— 287
0,15 19>

112
/ 0, ]AAL L
max E I B 14 25
10°L. )100 C 1.2 max
max§ L L 1!
;&J\Bb“’/ ol | VXT20321.1
max 053:&1
Draufsicht
Kurzdaten: BSR 20 BSR 20 A
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 130 160 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 120 150 Vv
Kollektorstrom -IC = max. 600 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25°¢C Ptot = max. 350 mW
Sperrschichttemperatur 9J = max. 150 °c
Gleichstromverstéirkung
bei _UCE =51V, -IC = 10 mA B = 40...180 60...240
Transit-Frequenz >
bei -UCE =10V, -IC = 10 mA fT & 100 MHz

55 \lleIl



BSR 20
BSR20 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 9; ) BSR 20 BSR 20 A
Kollektor-Sperrspannung bei.IE = 0: -UCB 0= max. 130 160 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei IB = 0: -UCE o = max. 120 150 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 5 v
Kollektorstrom: -IC = max. 600 mA
Gesamtverlustleistung bei SU 2 25%: Ptot = max. 350 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 9 = min. -65 °c

&s = max. 150 °c

Wirmewiderstand: 1)
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A 30 K/W
zwischen den Anschliissen und den
Létfléchen des Substrats: L A/S 260 K/W
zwischen den L3tflédchen und Umgebung: Ry s/u 60 K/W

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 15 mm x 0,7 mm

8.86
580



Kennwerte:

bei 3U = 25°C, sofefn nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei IE =0, —UCB = 100 V:

bei I =0, -U

CB U
bei IE =0, -UCB = 120 V:
bei IE =0, -UCB =120 V, 8U =
Emitter~Reststrom
bei IC =0, -UEB =4V:

Kollektor-Durchbruchspannung

bei IE =0, -IC = 100 pA:

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei IB = 0, -Ic =1 mA:

Emitter-Durchbruchspannung
bei IC =0, -IE = 10 pA:
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei -I, = 10 mA, -IB =1 mA:

bei -Iz = 50 mA, -IB =5 mA:
Basisspannung

bei -IC =10 mA, -IB =1 mA:

bei -IC = 50 mA, -IB =5 mA:
Gleichstromverstdrkung :

bei -UCE =51V, —Ic = 1 mA:

bei -UCE =51V, -IC = 10 mA:

bei _UCE =5V, ~I 50 mA:

c

KurzschluB-Stromverstéarkung

bei -UCE =10V, -IC =1 mA, f =1 kHz:
Transit-Frequenz (fM = 100 MHz)
bei -UCE =10V, -IC = 10 mA:

Kollektor-Kapazitdt

bei -U,, = 10 V, IE =0, f =1 MHz:

CB

Rauschzahl
bei -UCE =5V, -IC = 250 pA,

Rg =1%kQ, f=10...15700 Hz:

100 Vv, 8. = 100°C:

100°cC:

-Ieg o
-1

CB 0
“Ieg o
“Ien o

“Igs o

-U(Br) cB 0

-U(BR) CE 0

‘U(BR) EB 0
“UCE sat
“UCE sat

“UBE sat

-UBE sat

A A A A

[[PaN

v

A A

v A A

v

WA v

([FaN

nA

BSR 20
BSR20 A

BSR 20 BSR 20 A

100 pA
100 pA
50 1pA
50 pA
50 nA
130 160 V
120 150V
5 v
,2 v
, v
1, v
1,0 v
30 50
40...180 60...240
40 50

30...200 40...200

100 MHz

400 300 MHz
6 pF

8 dB

8.86

581



SILIZIUM - PNP ~ PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstidrker- und Schalteranwendungen

-

BSR 30
BSR 31
BSR 32
BSR 33

Mechanische Daten: -‘—22——’
el 1.6
Geh#use: Kunststoff, 1 rl‘
SO0T-89 )
MaBangaben in mm. : 2’6
! 24
I T 425
! t 1E N B | |35
08 I
min 1 if3 2
048 ‘823
—» 48 ] | ,
TR I
0.3 1 VX 72 0322.1
3,0—»
Unterseite
BSR 30 BSR 32
Kurzdaten: BSR 31  BSR 33
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 70 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 V
Kollektorstrom -Ic = max. 1 A
Gesamtverlustleistung tot = maxe 1 w
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
BSR 30 BSR 31
BSR 32 BSR 33
Gleichstromverstérkung
bei 'UCE =5V, —IC = 100 mA B = 40...120 100...300
Transit-Frequenz >
bei -UCE =10V, -IC = 50 mA fT s 100 MHz

2.85
519

VAIVD



BSR 30
BSR 31
BSR 32
BSR 33

Absolute Gremzwerte: (giiltig bis 8; max) ggg gg g:: gg
Kollektor-Sperrspannung bei I = 03 -Usp o = max. 70 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 03 -UCE o = mex- 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0s -UEB o = mex. 5 v
Kollektorstrom: -IC = max. 1 A
Basisstrom: -IB = maX. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei &, < 25%: 1) P, = mex. i w
Sperrschichttemperatur: v &J = max. 150 °c
Lagerungstemperaturs: QS = pin. -65 °¢
8 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) By v < 125 K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektor-AnschluB: nth C é 10 K/W

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 Fliche und 0,7 mm Stérke

fot max N
(W)
0,75

0.25 h N

0 50 100 9y (*C} 150

5.82
520



Kennwerte:

bei &U = 25°C, s;fern nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei UBE =0, -IC = 10 pA:

bei IB = 0, -Ic = 10 mA:

Emitter-Durchbruchsgannung
bei IC =0, -IE = 10 pA:

Kollektor-Reststrom

bei IE =0, -UCB = 60 V:

bei Ip =0, -U,y =60V, 8,

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei -Ic = 150 mA, -IB = 15 mA:

bei -IC = 500 mA, -IB = 50 mA:
Basisspannung

bei -Ic = 150 mA, -IB = 15 mA:

bei -Ic = 500 mA, -IB = 50 mA:

Gleichstromverstirkung

bei ~Uop = 5V, -I, = 100 pA:
bei ~Upp = 5V, ~I; = 100 mA:
bei -Uop = 5V, -I, = 500 mAs

Transit-Frequenz
bei -UcE =10V, -I
und fM = 35 MHz:

¢ = 50 mA

Kollektorkapazitit

bei -UCB =10V, I, =0, £ = 1 MAz:

E=
Emitterkapazitidt

bei -UEB = 0,5V, Ic =0, £ =1 MHz:

Schaltzeiten
bei -ICx

(-Ubat c = 200 Q):

=20V, BL

Einschaltzeit:
Ausschaltzeit:

= 150°C:

= 100 mA, -IBX = +IBY = 5 mA

“U(nn) CE S
“U(er) cE 0

v v

~U(eR) EB 0 =

-I
-1

CB O
CB O

“UCE sat

“UCE sat

-UBE sat

-UBE sat

w

L
ein

aus

A WA

nwan v A i~ HA I

A v

[ZaN

[ 2N (PN

BSR 30
BSR 31

BSR 32
BSR 33

BSR 30 BSR 32
BSE 31 BSE 33
70 90 V
60 80 V
5 v
100 nA
50 pA
0,25 v
0,5 v
1,0 v
1,2 v
BSR 30 BSR 31
BSR 32 BSR 33
10 30
40...120 100...300
30 50
100 MHz
20 pF
120 pF
0,5 us
0,65 us

5.82
521



BSR 40
BSR 41

BSR 42
BSR 43

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
Jfiir Verstdrker- und Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, '

50T-89 ’l

MaBangaben in mm.

1
" L_ | 0,40

v

{0 P

J

<
w
w

l i :
15= VX 72 0322.1
3,0—>

Unterseite
BSR 40 BSR 42
Kurzdaten: BSR 41  BSR 43
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 70 90 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 V
Kollektorstrom IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 1 w
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
BSR 40 BSR 41
BSR 42 BSR 43
Gleichstromverstidrkung
bei UCE =51V, IC = 100 mA B = 40...120 100...300
Transit-Frequenz - N
bei UCE =10 V, Ic = 50 mA fT & 100 MHz

2.85
523

VAIVD



BSR 40
BSR 41

BSR 42
BSR 43

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8J max

)

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 03
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0s
Kollektorstrom:

Basisstroms:

nA

Gesamtverlustleistung bei 9y 25%: 1)

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

zwischen Sperrschicht und Kollektor-AnschluB: Rth c

UCB o = Dax-
UCE o = max.
UEB o = max.
IC = max.
IB = max.
Ptot = max.
8J = max.
8s = min.
35 = max.
<
Rin v <

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 Fléche

10

BSR 40
BSR 41
70
60
5
1
100
1
150
-65
150
125
10

BSR 42
BSR 43
9 V
80 V
v
A
mA
W
°c
°c
°c
K/W
K/W

und 0,7 mm Stirke

tot max

p 4

(W)

0,75 N

P4

05

pd

0,25

5.82
524

100

3y (°C)

150



Kennwerte:

bei 6U = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei UBE = 0, IC = 10 pA:

bei IB =0, IC = 10 mA: U(BR) CE 0
Emitter-Durchbruchspannung

bei Ic =0, IE = 10 pA:
Kollektor-Reststrom

bei IE =0, UCB = 60 V: ICB 0

bei Ip =0, Usp = 60V, 8, = 150°cC: Iep o
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei Ic = 150 mA, IB = 15 mA: UCE

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA: UCE
Basisspannung

bei IC = 150 mA, I, = 15 mA: UBE

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA: UBE
Gleichstromverstirkung

bei UCE =51V, IC = 100 pA: B

bei UCE =51V, Ic = 100 mA: B

bei UCE =5V, I, =500 mA: B

C

Transit-Frequenz

U(BR) CE S

U(BRr) EB 0

bei U =10V, Ic = 50 mA
und fM = 35 MHz: fT
Kollektorkapazitdt
bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc
Emitterkapazitidt
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce
Schaltzeiten
?;1 ch = 100 mA, I = _I?Y =5 mA
bat ¢ = 20 v, BL = 200 Q):
Einschaltzeit: t .
ein
Ausschaltzeit: t
aus

w 1 nv

A A

o A A [ ZaNl 1 PN

v

[ %N

A

WA UA

BSR 40
BSR 41

BSR 42
BSR 43

BSR 42
BSR 43

BSR 40
BSR 41

70 90 V
60 80 V

100 nA
50 pA

0,25 v
0,5 v

1,0 v
1,2 v

BSR 40
BSR 42

BSR 41
BSR 43

10 30
40...120 100...300
30 50

100 MHz

12 pF

90 pF

0,25 ps
1,0 us

5.82
525



